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1. INTRODUCAO

O grafeno ¢ uma das formas alotropicas
do carbono. Sua estrutura consiste em uma
monocamada de 4tomos de carbono
organizados em células hexagonais que
apresentam hibridizagio sp” . Desta forma, os
elétrons mw ficam desemparclhados e
comportam-se como particulas sem massa,
conferindo a0  material uma  alta
condutividade elétrica [1]. O bandgap do
grafeno é nulo e, portanto, incapaz de
apresentar o fendmeno da fotoluminescéncia
(FL). A emissdo luminescente, proveniente
dos Pontos Quanticos de Grafeno (PQGs),
também pode ser modificada por meio de
processos de dopagem com heteroatomos,
como o nitrogénio, o fdésforo, o boro, o
enxofre e o fluor, por exemplo [2,3]. A partir
do preciso controle do processo de dopagem
dos PQGs, ¢ possivel sintonizar as
propriedades opticas dos pontos quanticos, o
que pode ser bastante interessante para a
produgdo de dispositivos fotdnicos como leds,
lasers e sensores. Este projeto tem como
objetivo investigar a viabilidade do processo
de dopagem dos PQGs com nitrogénio por
meio da adigdo controlada de ureia durante o
processo de sintese.

2. METODOLOGIA

Os PQGs dopados com nitrogénio foram
obtidos através da carbonizagdo da sacarose

em meio 4cido. Para a sintese das amostras foi
preparada uma solu¢do de 50,0mL de agua
destilada, 25,4g de sacarose e 10,0g de ureia.
A solugdo foi posicionada em um agitador
magnético, na qual 8 mL de acido sulfurico
foram adicionados lentamente. A solucao foi
agitada por 30 minutos e aquecida até
aproximadamente 72° C. Ao final do processo
a suspensdo obtida apresentou uma coloracao
marrom escura. O material resultante foi
diluido em alcool etilico e submetido a
filtracio a vacuo duas vezes no filtro
qualitativo uma vez no filtro quantitativo (2-4

Om).
3. RESULTADOS E DISCUSSOES

O mapa de excitacdo-emissdo dos PQGs
dopados com Nitrogénio esta exibido na
Figura 1. E possivel observar que a maxima
intensidade de emissdo ocorre entre 520 e 600
nm. O resultado estd em concordancia com a
literatura que indica que a emissao dos PQGs
dopados com Nitrogénio sofre deslocamento
para maiores comprimentos de onda em
relacio aos PQGs sem dopagem, que
geralmente apresentam emissao na faixa de
400 a 500 nm [2]. A figura 2 apresenta o
grafico de intensidade x concentracdo de
PQGs em agua destilada obtido a partir da
excitacdo das amostras em 500 nm e
observando a emissdo em 585 nm. Verifica-se
que a intensidade de emissdo aumenta com o
aumento da concentracao até
aproximadamente 16 mg/ml para
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concentragdes maiores ocorre supressdo da
luminescéncia.
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Figura 01 — Mapa de excitagdao-emissao
dos PQGs dopados com Nitrogénio.
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Figura 2 — Grafico de intensidade x concentragéo
de PQGs em agua destilada (Aexe=500 nm, Aem=585
nm).

4. CONCLUSOES

A dopagem dos pontos quanticos de
grafeno com nitrogénio mostrou-se uma
estratégia promissora para o ajuste de suas
propriedades Opticas e eletronicas. Observou-

fcnpq

se que o aumento da concentra¢do de atomos
de nitrogénio nas cadeias de grafeno promove

modificagcdes significativas na estrutura
eletronica, refletidas na emissdo de
fotoluminescéncia em diferentes faixas do

espectro visivel, variando do azul ao verde e
ao amarelo. Dessa forma, a dopagem com
nitrogénio demonstrou um controle eficiente
das propriedades Opticas dos pontos quanticos
de grafeno, abrindo caminho para sua
aplicagdo em dispositivos optoeletronicos e
sensores de alta performance.
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